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１．概要（Summary） 

本研究は、ファンデルワールス表面を持つ遷移金属ダ

イカルゴゲナイト層状物質上に金属電極を配線した電界

効果トランジスタ（FET）構造における接合の電気輸送特

性に関する研究である。この研究課題は主に昨年までの

MoS2 接合の研究の継続課題になる。一般に金属半導

体界面には界面状態が存在することが知られる。この界

面における電子状態はフェルミレベルピニング等によって

金属半導体接合における接触抵抗に影響を及ぼすこと

から、FET などの応用上極めて重要である。また、界面

状態は金属や半導体のバルクの電子状態とも異なり、こ

の接合の研究は新しい電子状態の探索という側面もある。

特に遷移金属ダイカルコゲナイト層状物質のファンデルワ

ールス表面と金属との界面は比較的新しい界面であり、

その電子構造の理解も重要である。 

今回、物質・材料研究機構（NIMS）微細加工プラット

フォームの設備を利用して、遷移金属ダイカルコゲナイト

層状物質として MoS2 と MoTe2 を用い、金属としては

これまでの Ti の他 Ni と Ag を用いた接合の作製

プロセスの開発を行い、その後、日本女子大学において

伝導特性の評価を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  125kV 電子ビーム描画装置、

100kV 電子ビーム描画装置、高速マスクレス露光装置、

プラズマアッシャー、12 連電子銃型蒸着装置、多元スパ

ッタ装置 

【実験方法】 

最初に、高速マスクレス露光装置、12 連電子銃型蒸着

装置を用いたフォトリソグラフィーによって熱酸化膜付きの 

3 inch シリコンウェハにアドレスマークを作製し、自動ス

クライバーによって 2×2 cm 基板を切り出した。次に、

日本女子大学において、アドレスマーク付き基板上にスコ

ッチテープ法によって MoS2 と MoTe2 をそれぞれ劈開

転写した。転写された基板については、光学顕微鏡によ

って単層から数層程度の小片を選択しマップを作成し、

CAD で電気二重層トランジスタ（EDLT）構造を持つ図

面を作成した。その後、125kV 電子ビーム描画装置、

100kV 電子ビーム描画装置を用いた電子ビームリソグラ

フィによって小片上に電極を形成（電子ビーム蒸着は日

本女子大学の超高真空成膜装置で行った）その後、高速

マスクレス露光装置、12 連電子銃型蒸着装置を用いたフ

ォトリソグラフィーにてゲート電極とワイヤーボンディング用

のボンディンググパットを形成した。さらに今回は、高速マ

スクレス露光装置のみで接合を形成するプロセスも確立し

た。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

フォトリソグラフィーでのみ作製した Ti/MoTe2 接合の

写真を Fig. 1 に示す。十分な精度で配線が成功し、ま

た電気輸送特性も十分な特性を得ることが出来た。 
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Fig. 1 Pictures of FET with Ti/MoTe2 junctions 


